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【はじめに】半導体レーザの変調帯域は活性層の厚さに制限されることが知られており[1]、比較

的厚い障壁層を含む量子ドット構造を多層積層した量子ドットレーザにおいては、その影響が無

視できない[2]。そこで我々は障壁層薄膜化による量子ドット(QD)レーザの更なる性能向上を目

指しており、GaP歪補償構造の導入により、障壁層を薄膜化した QDレーザを実現した[3]。今

回、障壁層の薄膜化による高速変調動作への効果を確認するため、レーザの小信号変調特性定を

行い、3dB帯域幅の向上を確認したので報告する。 

【実験】実験には、図 1に示すように、GaP歪補償構造を用いた薄膜化サンプル（ドット層を含

んだ障壁層厚 30nm、活性層厚 310nm）[3]と、歪補償の無い参照サンプル（障壁層厚 40nm、活

性層厚 400nm）をMBE法にて成長し、リッジレーザに加工した。 

【結果と考察】小信号変調測定結果から求めた 3dB帯域幅(f3dB)のバイアス電流依存性結果を図 2

に示す。参照サンプルにおける f3dB最大値は、9.5GHzであったのに対し、薄膜化サンプルにお

いては f3dBが最大 11.0GHzとなり、変調帯域の改善が得られた。一方、パルス応答測定による緩

和振動周波数の電流依存性に違いは見られなかったため、障壁層内の拡散時間が障壁層の薄膜化

により高速化され、f3dB改善に寄与したと考えられる。これらの結果は、量子ドットレーザにお

いて、歪補償による障壁層薄膜化が変調周波数増大に有効であることを示すものである。 
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Fig. 1 Schematic band diagram around the active layer of 

reference (upper) and GaP strain-compensated (lower) QD 

laser used in this study. 

 

Fig. 2 3dB bandwidth f3dB of standard QD-laser and GaP-SC QD-laser 

biased from 20 to 90 mA. Small-signal modulation response is also 

shown in the inset. 
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